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Scatterometrie en temps réel pourquol
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Principe de la scatterométrie dynamique
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Probleme direct, Probleme inverse
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Temps réel et méthode des
bibliotheques
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Probleme inverse dynamique
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Probleme inverse dynamique
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Probleme inverse dynamique
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Développement logiciel

Les bibliotheques sont souvent lourdes en mémoire : 1/2

Go pour 3 ou 4 parametres.
-Le calcul d'une bibliotheque (probleme direct) peut durer

plusieurs semaines sur un seul CPU 3GHz.
-Le temps nécessaire pour une recherche de signature
(probleme inverse) n’est plus negligeable.

Deux axes de developpement :

> Probleme direct : calcul multiprocesseurs

- Efficacité parallele ~100%

- Probleme inverse : processeurs Graphiques (GPU)1
+«Approche novatrice ! ( S.SOULAN)



Etude expérimentale
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Etude expérimentale
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- Plasma HBr/O2:(70sccm,30sccm)
- Plasma Ar/O2: (70sccm,30sccm)
- 300Ws/0OWbias/4mTorr

Difficultés
Modele géometrique

Calcul des indices

Hauteur
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— Reference
—HBr/O2 OWb/80s
HBr/O2 OWb/160s
— HBr/O,0Whb/240s
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— HBr/O,0Wb/320s

600 —
L;/——'
500
£ 1
[
= 400 -
L
D i
()]
T 3004
()]
(@)] i
P
® 2004
>
< J
(y + & | B |
0 100
0 —
T I T I T I T I T I T I
-300 200 100 0 100 200

)*+ ’_'QS %

055 T <5T*<H%7

Average profile (nm)

300




Height{nn}

$ %&" (

)*+ ’_-QS %

055 T <5T*<H%7

4 SCATTEROMETRY ——
B =F _
488 .
d"$ &%T5 67 31 1+3 10. &13 &0
00T | D" ( 45 67 |31 |142 |10 |e1. |eo.
288 -
188 _
H 1 1 1 | 1 |

B 98 1688 158 2060 258 368 358

Etching tine{zeconds}

vitesse de trim~51nm/min



CoO{nn}

izl

488

Jaa

288

188

SCATTEROMETRY ——
30 AFH  +

58 1688 158 288 258 388 358

Etching tine{seconds}

vitesse de trim~53nm/min

$

%8 (

)*+ ’_-QS %

055 T <5T*<H%7

5 6 / 02 1 v &.
#* $ &%T5 67 11 &.3 .13 02. 00& 3/
# ( 45 67 11 &.+ .30 022 00. 38




CD {nn)
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Average COD {nn}
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